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OEM:Valvo Diode BAY60 Datasheet

BAY 60

SILIZIUM-PLANAR-DIODE

filr sachnelle Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Gehiuse: Allglas, DO-T
Farbring: Katodenseite

Malangaben in mm,
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Eurgdaten:
Sperrspannung Up = max, 25V
DurchlaBstrom Ip = max, 100 mA
Verlustleistung P = max, 2560 =W
Umgebungstempe ratur §y = max, 1258 o
Durchlalspannung ¢
bei Tp = 30 mA, #p = 25 °c Up = 1,0V
Sperrsirom <
bei Up = 25 V, 3, = 25 ¢ Ip = 100 mA
Kleinsignalkapazitit P
bei U = O C = 4 pF
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten ven Ip = 10 mA auf Ugp =6V top = 2 ne
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BAY 60

Absslute Grenzwerte: (bei By = 25 %)

Sperrapannung: Ug
Durchlallstrom: Ig
Verlustleistung: P
Umgebungatempe ratuar: EU
%

Wirmewideratand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Bip

Kennwerte: {hei &U =258 “C, aofern nicht anders angegehan]

DurchlaBapannung bei Ip = 30 mA: Up

Sperratrom bei UH = 25 V: Iy
bei Ug = 25 V, &; = 100 °C In

Kleinsignalkapazitit bei Ug = 0 C

Sperrverzigerungszeit
beim Umschal ten von IF = 10 mA auf UR = 6V,
R = 100 Q: t

rr
Sperrverztgerungszeit
beim Umschalten von Ip = 10 mA auf ip o = 10 mA,
gemessen bei ip = 1 mA: trp
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